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Экспериментальная установка выполнена на базе вакуумного поста 
ВУ-2МП. В качестве подложек использовались пластины Si (100). 
Подложки устанавливались на подвижный подложкодержатель, что 
позволяло поочеред о подводит  образец в рабочую зон  ионного 
источника. Расстояние от подложки до мишени составляло 23 см. 
Предварительно про илась ионна ис одложек. Камера 
вакуумной установки откачивалась до остаточного дав -3

давался в ионный источник до рабочего давления 210-2 Па. Время 
очистки, энергия ионов и ток разряда во всех экспериментах было 
постоянным и составляло 3 мин, 500 эВ, 70 мА соответственно.  

При реакт ном ионно-л евом нанес нии пленок ок да кремния 
распыление мише  онокристаллического Si диаметром 8 мм и 
толщиной 10 мм осуществлялось ионами смеси газов Ar+ - O2

+ с 
0 эВ. Ток разряда во всех экспериментах был постоянным и составлял 

150 мА (ток мишени 110 - 150 мА). В ходе экспериментов содержание O2 в 
смеси рабочих газов изменялось от 0 до 100 % при общем давлении в 
камере 2 – 4×10-2 Па. Пленки наносились до толщины 200 – 300 нм. 

Были проведены измерения ИК спектров пропускания образцов. В 
диапазоне 400 – 1400 см-1 пленки кварца имели характерную поло
глощения с максимумом в районе 1100 см-1. При увеличении 

содержания O2 в смеси рабочих газов положение максимума основной 
полосы поглощения смещалось в высокочастотную область с 1020 см-1 до 
1053 см-1, однако даже при 2

актерного для аморфного кварца (~ 1085 см-1). 
Поскольку смещение пика в область большего номера волны вызвано 

уменьшением длины связи, то можно предположить, что нанесенные 
пленки представляют собой смесь различных оксидов с больш м числом 
оборванных связей. 
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